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дисципліни КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Тема 1. Введення в дисципліну 
	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Приведіть характеристики стандартних груп компонентів у електронній зборці


	~ 1.Поверхневомонтуємі компоненти – це пасивні чипи-компоненти в корпусах, що розрізняються по розмірі, та інші ИС у базових технологічних корпусах. Сюди ж відносяться спеціалізовані технології, а також компоненти, які не входять в усі інщі, однак також монтуються на поверхню підкладки

2.Вивідні компоненти - це група компонентів, що включає традиційні пасивні компоненти з осьовими (аксіальними) виводами, пасивні й активні компоненти з радіальними виводами, а також інтегральні схеми в корпусах

3.Нестандартні компоненти - це вивідні компоненти, що не ввійшли в IMC. Це група компонентів, що включає в себе з'єднувачі, рознімання, трансформатори, колодки, тримачі, екрани
~ 1.Поверхневомонтуємі компоненти – це активні чипи-компоненти в корпусах, що розрізняються по розмірі, та інші ИС у базових технологічних корпусах. Сюди ж відносяться спеціалізовані технології, а також компоненти, які не входять в усі інші, однак також монтуються на поверхню підкладки

2.Вивідні компоненти - це група компонентів, що включає традиційні пасивні компоненти з осьовими (аксіальними) виводами, пасивні й активні компоненти з радіальними виводами, а також інтегральні схеми в корпусах

3.Нестандартні компоненти - це ввідні компоненти, що не ввійшли в IMC. Це група компонентів, що включає в себе з'єднувачі, рознімання, трансформатори, колодки, тримачі, екрани
~ 1.Поверхневомонтуємі компоненти – це пасивні чипи-компоненти в корпусах, що розрізняються по швидкодії, та інші ИС у базових технологічних корпусах. Сюди ж відносяться спеціалізовані технології, а також компоненти, які не входять в усі інші, однак також монтуються на поверхню підкладки

2.Вивідні компоненти - це група компонентів, що включає традиційні пасивні компоненти з осьовими (аксіальними) виводами, пасивні й активні компоненти з радіальними виводами, а також інтегральні схеми в корпусах

3.Нестандартні компоненти - це ввідні компоненти, що не ввійшли в IMC. Це група компонентів, що не включає в себе з’єднувачі, рознімання, трансформатори, колодки, тримачі, екрани
~ 1.Поверхневомонтуємі компоненти – це активні чипи-компоненти в корпусах, що розрізняються по швидкодії, та інші ИС у базових технологічних корпусах. Сюди ж відносяться спеціалізовані технології, а також компоненти, які не входять в усі інші, однак також монтуються на поверхню підкладки

2.Вивідні компоненти – це група компонентів, що включає традиційні пасивні компоненти з осьовими (аксіальними) виводами, пасивні й активні компоненти з радіальними виводами, а також інтегральні схеми в корпусах

3.Нестандартні компоненти – це ввідні компоненти, що не ввійшли в IMC. Це група компонентів, що не включає в себе з’єднувачі, рознімання, трансформатори, колодки, тримачі, екрани

	2
	Вкажіть загальні тенденції, які будуть визначальними в процесі зборки електронних модулів у найближчі п'ять років


	~ 1.Перехід до більш мініатюрних, більш швидких і більш легких електронних модулів з усе більше зростаючим ступенем функціональності

2.Усе більш короткий строк життя середнього виробу, за який повна оптимізація спектру компонентів і конструкції друкованої плати є близькою до неможливого

3.Зростання ступеня інтеграції компонентів (кількості каналів уведення/виводу) і підвищення робочих частот

4.Поступовий перехід від безпосереднього складально-монтажного виробництва від фірм-розроблювачів і носіїв брендів до спеціалізованих фірм, які займаються винятково технологічними процесами складально-монтажного циклу

~ 1.Перехід до більш мініатюрних, більш швидких і більш легких електронних модулів з усе більше зростаючим ступенем функціональності

2.Усе більш тривалий строк життя середнього виробу, за який повна оптимізація спектру компонентів і конструкції друкованої плати є близькою до неможливого

3.Зростання ступеня інтеграції компонентів (кількості каналів уведення/виводу) і підвищення робочих частот

~ 1.Перехід до більш мініатюрних, більш швидких і більш легких електронних модулів з усе більше зростаючим ступенем між топологічних розмірів
2.Усе більш тривалий строк життя середнього виробу, за який повна оптимізація спектру компонентів і конструкції друкованої плати є близькою до неможливого

3.Зростання ступеня інтеграції компонентів (кількості каналів уведення/виводу) і підвищення робочих частот

4.Поступовий перехід від безпосереднього складально-монтажного виробництва від фірм-розроблювачів і носіїв брендів до спеціалізованих фірм, які займаються винятково технологічними процесами складально-монтажного циклу

~ 1.Перехід до більш мініатюрних, більш швидких і більш легких електронних модулів з усе більше зростаючим ступенем між топологічних розмірів
2.Усе більш короткий строк життя середнього виробу, за який повна оптимізація спектру компонентів і конструкції друкованої плати є близькою до нможливого

3.Зростання ступеня інтеграції компонентів (кількості каналів уведення/виводу) і зниження робочих частот



	3
	У найближчі роки найбільш важливими питаннями при виробництві корпусів ІМС будуть наступні


	~ 1.Обмеження периметра інтегральної схеми буде й далі працювати проти природного бажання конструкторів підвищити функціональність, або, іншими словами: або більше корпус компонента, або менше крок виводів

2.Процес нанесення пасти припою методами трафаретного друкування на контактні площадки і далі буде залишатися основним процесом, що викликає зниження коефіцієнтів відтворюваності складальної системи 
3. Автоматичні системи оптичної інспекції кількості і якості нанесення пасти припою стають невід'ємною частиною навіть щодо простих автоматичних верстатів для трафаретного друкування

4.Особлива увага буде приділятися ретельному відношенню до компоненту при формуванні його виводів, тестуванні й транспортуванні на складальне виробництво

~ 1.Обмеження периметра інтегральної схеми буде й далі працювати за природнім бажанням конструкторів підвищити функціональність, або, іншими словами: або менше корпус компонента, або менше крок виводів

2.Процес нанесення пасти припою методами трафаретного друкування на контактні площадки і далі буде залишатися основним процесом, що викликає зниження коефіцієнтів відтворюваності складальної системи 
3.Особлива увага буде приділятися ретельному відношенню до компоненту при формуванні його виводів, тестуванні й транспортуванні на складальне виробництво

~ 1.Обмеження периметра інтегральної схеми буде й далі працювати проти природного бажання конструкторів підвищити функціональність, або, іншими словами: або більше корпус компонента, або менше крок виводів

2.Процес нанесення пасти припою методами трафаретного друкування на контактні площадки і далі буде залишатися основним процесом, що викликає зниження коефіцієнтів відтворюваності складальної системи 
3. Автоматичні системи оптичної інспекції кількості і якості нанесення пасти припою стають невід'ємною частиною навіть щодо простих автоматичних верстатів для трафаретного друкування

~ 1.Обмеження параметра інтегральної схеми буде й далі працювати проти природного бажання конструкторів підвищити функціональність, або, іншими словами: або менше корпус компонента, або менше крок виводів

2.Процес нанесення пасти припою методами трафаретного друкування на контактні площадки і далі буде залишатися основним процесом, що викликає зниження коефіцієнтів відтворюваності складальної системи
3.Особлива увага буде приділятися ретельному відношенню до компоненту при формуванні його виводів, тестуванні й транспортуванні на складальне виробництво




Тема 2. Електричні конденсатори

	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	До основних характеристик конденсаторів відносяться наступні
	~ Номінальна ємність, відхилення номінальної ємності, номінальна напруга, номінальним струм, температурний коефіцієнт ємності, тангенс кута втрат, опір ізоляції, струм утікання

~ Номінальна ємність, відхилення номінальної ємності, номінальна напруга, номінальним струм, температурний коефіцієнт ємності, коефіцієнт теплового випромінювання, струм утікання

~ Номінальна ємність, відхилення номінальної ємності, номінальна напруга, номінальним струм, температурний коефіцієнт ємності, коефіцієнт частотної модуляції, струм утікання

~ Номінальна ємність, відхилення номінальної ємності, номінальна напруга, номінальним струм, температурний коефіцієнт ємності, мінімальна потужність поглинання електричної енергії, струм утікання

	2
	Більшість конденсаторів по призначенню можна розділити на наступні основні категорії: 


	~ для зв'язку по змінному струмі, включаючи шунтування (передача змінного сигналу з фільтрацією постійної складової); фільтрація змінного сигналу, накладеного на постійний; фільтрація високих частот, накладених на сигнал низької частоти в сигнальних схемах, контурах опорної напруги або живлення; активні RC фільтри; пасивні RC фільтри; частотно - вибіркові фільтри; аналогові інтегратори; схеми накопичення й зберігання заряду
~ для зв'язку по постійному струмі, включаючи шунтування (передача змінного сигналу з фільтрацією постійної складової); фільтрація змінного сигналу, накладеного на постійний; фільтрація високих частот, накладених на сигнал низької частоти в сигнальних схемах, контурах опорної напруги або живлення; активні RC фільтри; пасивні LRC фільтри; частотно - вибіркові фільтри; аналогові інтегратори; схеми накопичення й зберігання заряду

~ для зв'язку по змінному струмі, включаючи шунтування (передача постійного сигналу з фільтрацією змінної складової); фільтрація змінного сигналу, накладеного на постійний; фільтрація низьких частот, накладених на сигнал високої частоти в сигнальних схемах, контурах опорної напруги або живлення; активні LRC фільтри; пасивні RC фільтри; частотно - вибіркові фільтри; аналогові інтегратори; схеми накопичення й постачання заряду
~ для зв'язку по постійному струмі, включаючи шунтування (передача змінного сигналу з фільтрацією постійної складової); фільтрація постійного сигналу, накладеного на змінний; фільтрація високих частот, накладених на сигнал низької частоти в сигнальних схемах, контурах опорної напруги або живлення; активні LRC фільтри; пасивні RC фільтри; частотно - вибіркові фільтри; аналогові інтерпретатори; схеми накопичення й зберігання заряду

	3
	Пояснити термін „паразитні компоненти конденсатора”
	~ На відміну від ідеальної моделі конденсатора реальний конденсатор має паразитні компоненти, які проявляються у формі резистивних й індуктивних елементів, нелінійності й діелектричної пам'яті. Характеристики конденсатора, обумовлені наявністю цих компонентів, зазвичай вказуються в специфікації виготовлювача. Умови застосування кожного типу конденсатора безпосередньо пов'язане з паразитними компонентами конденсатора

 ~ На відміну від ідеальної моделі конденсатора реальний конденсатор не має паразитних компонентів, які проявляються у формі резистивних й індуктивних елементів, нелінійності й діелектричної пам'яті. Характеристики конденсатора, обумовлені наявністю цих компонентів, зазвичай вказуються в специфікації виготовлювача. Умови застосування кожного типу конденсатора безпосередньо пов'язане з паразитними компонентами конденсатора
~ На відміну від ідеальної моделі конденсатора реальний конденсатор має паразитні компоненти, які проявляються у формі резонансних й інжекційних елементів, нелінійності й діелектричної пам'яті. Характеристики конденсатора, обумовлені наявністю цих компонентів, зазвичай вказуються в специфікації виготовлювача. Умови застосування кожного типу конденсатора безпосередньо пов'язане з паразитними компонентами конденсатора
~ На відміну від ідеальної моделі конденсатора реальний конденсатор має паразитні компоненти, які проявляються у формі резистивних й індуктивних елементів, нелінійності й діелектричної пам'яті. Характеристики конденсатора, обумовлені наявністю цих компонентів, зазвичай не вказуються в специфікації виготовлювача. Умови застосування кожного типу конденсатора безпосередньо  не пов'язане з паразитними компонентами конденсатора

	4
	Надати характеристику терміну „утікання заряду конденсатора”
	~ Утікання заряду конденсатора (RL) є важливим параметром при використанні конденсаторів для зв'язку по змінному струмі й у додатках, пов'язаних зі зберіганням заряду, таких як аналогові інтегратори й схеми вибрання-зберігання, а також при використанні конденсаторів у високоімпедансних ланцюгах. Для ідеального конденсатора, заряд Q змінюється тільки відповідно до зовнішнього струму, що задається. Однак, у реальному конденсаторі заряд може стікати через опір витоку зі швидкістю, обумовленою постійною часу R-C-ланцюжка
~ Утікання заряду конденсатора (RL) є важливим параметром при використанні конденсаторів для зв'язку по постійному струмі й у додатках, пов'язаних зі зберіганням заряду, таких як аналогові інтегратори й схеми вибрання-зберігання, а також при використанні конденсаторів у високоімпедансних ланцюгах. Для ідеального конденсатора, заряд Q не змінюється відповідно до зовнішнього струму, що задається. Однак, у реальному конденсаторі заряд може стікати через опір витоку зі швидкістю, обумовленою постійною часу R-C-L-ланцюжка
~ Утікання заряду конденсатора (RL) є важливим параметром при використанні конденсаторів для зв'язку по змінному струмі й у додатках, пов'язаних зі зберіганням заряду, таких як аналогові інтерпретатори й схеми вибрання-віддавання, а також при використанні конденсаторів у низькоімпедансних ланцюгах. Для ідеального конденсатора, заряд Q змінюється тільки відповідно до зовнішнього струму, що задається. Однак, у реальному конденсаторі заряд може стікати через опір витоку зі швидкістю, обумовленою постійною часу R-C-ланцюжка

~ Утікання заряду конденсатора (RL) є важливим параметром при використанні конденсаторів для зв'язку по постійному струмі й у додатках, пов'язаних зі зберіганням заряду, таких як аналогові інтегратори й схеми вибрання-віддавання, а також при використанні конденсаторів у низькоімпедансних ланцюгах. Для ідеального конденсатора, заряд Q не змінюється відповідно до зовнішнього струму, що задається. Однак, у реальному конденсаторі заряд може стікати через опір витоку зі швидкістю, обумовленою постійною часу R-C-L-ланцюжка

	5
	Навести найпоширеніші паразитні ефекти конденсатора
	~ Найпоширенішими паразитними ефектами конденсатора є: витік заряду конденсатора (паралельний опір - RL), еквівалентний послідовний опір (ЕПО - RESR), еквівалентна послідовна індуктивність (ЕПІ - RESL) і діелектрична абсорбція (пам'ять - RDA, CDA)

~ Найпоширенішими паразитними ефектами конденсатора є: накопичення заряду конденсатора (паралельний опір - RL), еквівалентний послідовний опір (ЕПО - RESR), еквівалентна паралельна індуктивність (ЕПІ - RESL) і діелектрична абсорбція (пам'ять - RDA, CDA)

~ Найпоширенішими паразитними ефектами конденсатора є: витік заряду конденсатора (послідовний опір - RL), еквівалентний послідовний опір (ЕПО - RESR), еквівалентна паралельна індуктивність (ЕПІ - RESL) і діелектрична проникність (пам'ять - RDA, CDA)

~ Найпоширенішими паразитними ефектами конденсатора є: накопичення заряду конденсатора (послідовний опір - RL), еквівалентний послідовний опір (ЕПО - RESR), еквівалентна послідовна індуктивність (ЕПІ - RESL) і діелектрична проникність (пам'ять - RDA, CDA)



	6
	Питома ємність конденсатора це 


	~ відношення ємності конденсатора до обсягу й виміряється в мкФ/см3. Найбільшою питомою ємністю володіють електролітичні конденсатори, а найменшою - повітряні

~ відношення ємності конденсатора до його напруги й виміряється в мкФ/В3. Найбільшою питомою ємністю володіють електролітичні конденсатори, а найменшою - повітряні

~ відношення ємності конденсатора до питомого струму й виміряється в мкФ/А3. Найбільшою питомою ємністю володіють електролітичні конденсатори, а найменшою - повітряні

~ відношення ємності конденсатора до обсягу й виміряється в МФ/см3. Найбільшою питомою ємністю володіють електролітичні конденсатори, а найменшою - вакуумні


Тема 3. Резистори 
	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Дати визначення терміну «варистор»
	~ це нелінійні напівпровідникові резистори, чутливі до температури навколишнього середовища й величини прикладеної напруги
~ це нелінійні напівпровідникові резистори, чутливі до опромінення й величини прикладеної напруги
~ це нелінійні напівпровідникові резистори, чутливі до температури навколишнього середовища й величини прикладеного магнітного поля
~ це нелінійні напівпровідникові резистори, чутливі до тиску з навколишнього середовища й величини прикладеної напруги

	2
	Дати визначення терміну «позистор»
	~ це терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом опору, або позистори. Для температурної залежності опору в них характерний різкий, на кілька порядків, стрибок опору, при цьому температуру стрибкоподібної зміни опору можна задавати від значень -40°С до 240°С
~ це резистори з показовим температурним коефіцієнтом опору, або позистори. Для температурної залежності опору в них характерний різкий, на кілька порядків, стрибок опору, при цьому температуру стрибкоподібної зміни опору можна задавати від значень нижче 0°С до 2400°С

~ це терморезистори з негативним температурним коефіцієнтом опору, або позистори. Для температурної залежності опору в них характерне плавне зростання опору, при цьому температуру зміни опору можна задавати від значень нижче 0°С до 2400°С
~ це терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом опору, або позистори. Для температурної залежності опору в них характерне плавне зростання опору, при цьому температуру зміни опору можна задавати від значень нижче 0°С до 2400°С

	3
	Терморезистори використаються як
	~ нагрівальні елементи, термостабілізатори, убудовані елементи температурного захисту, для захисту від струмових перевантажень, у пускових пристроях, як елементи затримки. Залежно від призначення діапазон робочих напруг лежить в інтервалі 12...680 В, номінальних струмів 3...300 мА

~ нагрівальні елементи, термостабілізатори, стабілізатори напруги, фільтри струмових гармонік, убудовані елементи температурного захисту, для захисту від струмових перевантажень, у пускових пристроях, як елементи затримки. Залежно від призначення діапазон робочих напруг лежить в інтервалі 12...680 В, номінальних струмів 3...300 мА

~ нагрівальні елементи, термостабілізатори, убудовані елементи температурного захисту, для захисту від струмових перевантажень, у пускових пристроях, як елементи затримки. Залежно від призначення діапазон робочих напруг лежить в інтервалі 1,2...6800 В, номінальних струмів 0,3...30,0 мА

~ нагрівальні елементи, термостабілізатори, убудовані елементи температурного захисту, для захисту від струмових перевантажень, у пускових пристроях, як елементи затримки. Залежно від призначення діапазон робочих напруг лежить в інтервалі 1,2...6800 В, номінальних струмів 3...300 А

	4
	Терморезистори з негативним температурним коефіцієнтом опору
	~ мають експонентну температурну залежність опору, при цьому значення номінального опору можна змінювати від одиниць Ом до декількох МОм, і призначені для виміру й регулювання температури (зокрема, у якості високо стабільних датчиків температури) і температурної компенсації в діапазоні -60...+180°С, а також для обмеження пускових струмів систем (наприклад, у джерелах вторинного електроживлення) на робочий струм 0,2...15 А

~ мають параболічну температурну залежність опору, при цьому значення номінального опору можна змінювати від одиниць Ом до декількох МОм, і призначені для виміру й регулювання температури (зокрема, у якості високо стабільних датчиків температури) і температурної компенсації в діапазоні -60...+1800°С, а також для обмеження пускових струмів систем (наприклад, у джерелах вторинного електроживлення) на робочий струм 0,02...150 А

~ мають зворотну температурну залежність опору, при цьому значення номінального опору можна змінювати від одиниць Ом до декількох МОм, і призначені для виміру й регулювання температури (зокрема, у якості високо стабільних датчиків температури) і температурної компенсації в діапазоні -60...+1800°С, а також для обмеження пускових струмів систем (наприклад, у джерелах вторинного електроживлення) на робочий струм 0,02...150 А

~ мають експонентну температурну залежність опору, при цьому значення номінального опору можна змінювати від одиниць Ом до декількох МОм, і призначені для виміру й регулювання температури (зокрема, у якості високо стабільних датчиків температури) і температурної компенсації в діапазоні -10...+480°С, а також для обмеження пускових струмів систем (наприклад, у джерелах вторинного електроживлення) на робочий струм 0,1...150 А

	5
	Характеристики нелінійних напівпровідникових резисторів залежать від властивостей полікристалічного напівпровідникового матеріалу
	~ властивостей полікристалічного напівпровідникового матеріалу

~ властивостей та структури тонко плівкових покрить

~ властивостей та структури товсто плівкових покрить

~ властивостей та структури провідникових матеріалів

	6
	До основних характеристик резисторів відносяться наступні 
	~ Номінальний опір, номінальна потужність, робоча напруга, температурний коефіцієнт опору

~ Номінальний опір, номінальна потужність, робоча напруга, температурний коефіцієнт опору, геометричні характеристики

~ Номінальний опір, номінальна потужність, робоча напруга, температурний коефіцієнт опору, випромінювальна потужність

~ Номінальний опір, номінальна потужність, робоча напруга, температурний коефіцієнт опору, коефіцієнт фільтрації високочастотного струму


Тема 4. Високочастотні котушки індуктивності та дроселі 
	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Котушка індуктивності являє собою
	~ Згорнутий у пласку чи об’ємну спіраль ізольований провідник, має значну індуктивність при відносно малій ємності і малому активному опорі, та здатна запасати магнітну енергію при протіканні електричного струму
~ Згорнутий у об’ємну спіраль ізольований провідник, має малу індуктивність при відносно великій ємності і малому активному опорі, та здатна розподіляти магнітну енергію при протіканні електричного струму
~ Згорнутий у пласку спіраль ізольований провідник, має значну індуктивність при відносно малій ємності і малому активному опорі, та здатна запасати магнітну енергію при протіканні електричного струму
~ Згорнутий у пласку чи об’ємну спіраль ізольований провідник, має малу індуктивність при відносно великій ємності і великому активному опорі, та здатна розподіляти магнітну енергію при протіканні електричного струму

	2
	Вкажіть конструктивні особливості котушок індуктивності
	~ Котушка індуктивності зазвичай являє собою спіраль з одножильного або багатожильного ізольованого проводу, намотаного на циліндричний, тороїдальний або прямокутний каркас з діелектрика. Також бувають і без каркасні котушки. Намотування може бути як одношаровим (порядкове і з кроком), так і багатошаровим (рядове, у навал, універсальне)

~ Котушка індуктивності зазвичай являє собою спіраль з багатожильного ізольованого проводу, намотаного на циліндричний, тороїдальний або прямокутний каркас з діелектрика. Також бувають і без каркасні котушки. Намотування може бути як одношаровим (порядкове і з кроком), так і багатошаровим (рядове, у навал, універсальне)

~ Котушка індуктивності зазвичай являє собою спіраль з одножильного або багатожильного неізольованого проводу, намотаного на циліндричний, тороїдальний або прямокутний каркас з провідникового матеріалу. Також бувають і багато каркасні котушки. Намотування може бути як одношаровим (порядкове і з кроком), так і багатошаровим (рядове, у навал, універсальне) так і безшаровим
~ Котушка індуктивності зазвичай являє собою спіраль з багатожильного неізольованого проводу, намотаного на циліндричний, тороїдальний або прямокутний каркас з провідникового матеріалу. Також бувають і багато каркасні котушки. Намотування може бути як одношаровим (порядкове і з кроком), багатошаровим (рядове, у навал, універсальне) так і безшаровим

	3
	Для збільшення індуктивності котушок
	~ застосовують сердечники з феромагнітних матеріалів: електротехнічної сталі, пермалоя, карбонільного заліза, феритів. Також сердечники використовують для зміни індуктивності котушок у невеликих межах
~ застосовують сердечники з феромагнітних й фермомагнітних матеріалів: електротехнічної сталі, пермалоя, карбонільного заліза, феритів. Також сердечники використовують для зміни індуктивності котушок у невеликих межах
~ застосовують сердечники з феромагнітних матеріалів: електроконденсаторної сталі, пермалоя, карбонільного заліза, феритів. Тороїдні сердечники використовують для зміни індуктивності котушок у значних межах
~ застосовують сердечники з феромагнітних матеріалів: електротехнічної сталі, пермалоя, карбонатної міді, феритів. Замкнуті сердечники використовують для зміни індуктивності котушок у значних межах

	4
	Котушка індуктивності в електричному ланцюгу 
	~ добре проводить струм і здійснює опір змінному току, оскільки при зміні струму в котушці виникає ЕРС самоіндукції, перешкоджаюча цій зміні

~ добре проводить струм і здійснює прискорення змінному току, оскільки при зміні постійного струму в котушці виникає ЕРС самоіндукції, перешкоджаюча цій зміні

~ добре проводить струм і здійснює опір постійному току, оскільки при зміні струму в котушці виникає інверсія самоіндукції, перешкоджаюча цій зміні

~ добре проводить струм і здійснює прискорення постійному току, оскільки при зміні постійного струму в котушці виникає затухання самоіндукції, перешкоджаюча цій зміні

	5
	Індуктивність це 
	~ здатність котушки (або провідника зі струмом) накопичувати енергію магнітного поля, яка характеризується величина індуктивності L, що є коефіцієнтом пропорційності між магнітним потоком і електричним струмом, який протікає через котушку. Ця величина залежить тільки від параметрів котушки і виміряється в генрі (Гн). Типові значення індуктивностей котушок від десятих часток мкГн до десятків Гн
~ здатність котушки (або напівпровідника зі струмом) накопичувати енергію магнітного поля, яка характеризується величина індуктивності L, що є коефіцієнтом пропорційності між магнітною проникністю і електричним струмом, який протікає через котушку. Ця величина залежить тільки від параметрів котушки і виміряється в генрі (Гн). Типові значення індуктивностей котушок від десятих часток мкГн до десятків ТГн
~ здатність котушки (або провідника зі струмом) накопичувати енергію електричного поля, яка характеризується величина індуктивності L, що є коефіцієнтом пропорційності між магнітним потоком і електричним струмом, який протікає через котушку. Ця величина не залежить від параметрів котушки і виміряється в генрі (Гн). Типові значення індуктивностей котушок від десятих часток мкГн до десятків Гн
~ здатність котушки (або напівпровідника зі струмом) накопичувати енергію електричного поля, яка характеризується величина індуктивності L, що є коефіцієнтом пропорційності між магнітною проникністю і електричним струмом, який протікає через котушку. Ця величина  не залежить від параметрів котушки і виміряється в генрі (Гн). Типові значення індуктивностей котушок від десятих часток мкГн до десятків ТГн

	6
	Дати визначення лінійних котушок 


	~ Основною характеристикою котушки індуктивності є залежність ((i), називана вебер-амперною характеристикою. Для лінійних котушок індуктивності залежність ((i) являє собою пряму лінію, що проходити через початок координат; при цьому
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~ Основною характеристикою котушки індуктивності є залежність ((i), називана вольт-амперною характеристикою. Для лінійних котушок індуктивності залежність ((i) являє собою криву лінію другого порядку, що проходити через початок координат; при цьому
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~ Основною характеристикою котушки індуктивності є залежність ((i), називана вебер-амперною характеристикою. Для лінійних котушок індуктивності залежність ((i) являє собою криву лінію другого порядку, що проходити через систему координат; при цьому
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~ Основною характеристикою котушки індуктивності є залежність ((i), називана вольт-амперною характеристикою. Для лінійних котушок індуктивності залежність ((i) являє собою пряму лінію, що проходити через систему координат; при цьому
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	7
	Дати визначення нелінійних котушок 


	~ Нелінійні властивості котушки індуктивності визначає наявність у неї сердечника з феромагнітного матеріалу, для якого залежність 
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 магнітної індукції від напруженості поля нелінійна. Без урахування явища магнітного гістерезису нелінійна котушка характеризується статичною
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і диференціальною індуктивностями
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~ Нелінійні властивості котушки індуктивності визначає наявність у неї сердечника з ферімагнітного матеріалу, для якого залежність 
[image: image8.wmf](

)

H

H

B

0

mm

=

 магнітної індукції від напруженості електромагнітного поля нелінійна. З урахуванням явища магнітного гістерезису нелінійна котушка характеризується статичною
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і диференціальною індуктивностями
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Нелінійні властивості котушки індуктивності визначає наявність у неї сердечника з феромагнітного матеріалу, для якого залежність 
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 магнітної індукції від напруженості електричного поля нелінійна. Без урахування явища магнітного гістерезису лінійна котушка характеризується статичною
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і диференціальною індуктивностями
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~ Нелінійні властивості котушки індуктивності визначає наявність у неї сердечника з ферімагнітного матеріалу, для якого залежність 
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 магнітної індукції від напруженості електричного поля нелінійна. З урахуванням явища магнітного гістерезису нелінійна котушка характеризується статичною
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і диференціально-інтегральною індуктивностями
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	8
	Як визначається реактивний опір котушки
	~ Котушка індуктивності має реактивний опір, величина якого дорівнює: 

RL = ωL,

де L - індуктивність котушки, ω - кутова частота струму, що протікає. Відповідно, чим більше частота струму, що протікає через котушку, тім більше її опір

~ Котушка індуктивності має реактивний опір, величина якого дорівнює: 

RL = ½ (ωL),

де L - індуктивність котушки, ω - кутова частота струму, що протікає. Відповідно, чим більше частота струму, що протікає через котушку, тім більше її опір
~ Котушка індуктивності має реактивний опір, величина якого дорівнює: 

RL = ωL,

де L - індуктивність котушки, ω - кутова швидкість струму, що протікає. Відповідно, чим більше частота струму, що протікає через котушку, тім менше її опір

~ Котушка індуктивності має реактивний опір, величина якого дорівнює: 

RL = ½ (ωL),

де L - індуктивність котушки, ω - кутова швидкість струму, що протікає. Відповідно, чим більше частота струму, що протікає через котушку, тім менше її опір


	9
	Накопичена котушкою енергія вираховується як 
	~ При протіканні струму котушка запасає енергію, рівну роботі, яку необхідно зробити для встановлення потокового струму I. Величина цієї енергії дорівнює
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~ При протіканні струму котушка запасає енергію, рівну роботі, яку необхідно зробити для встановлення потокового струму I. Величина цієї енергії дорівнює


[image: image18.wmf]2

2

3

LI

E

=


~ При протіканні струму котушка запасає енергію, рівну роботі, яку необхідно зробити для зупинення потокового струму I. Величина цієї енергії дорівнює
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~ При протіканні струму котушка запасає енергію, рівну роботі, яку необхідно зробити для зупинення потокового струму I. Величина цієї енергії дорівнює
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	10
	Добротність котушки індуктивності 
	~ визначає відношення між активним і реактивним опорами котушки. Добротність дорівнює
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Практично величина добротності лежить у межах від 30 до 200

~ визначає відношення між пасивним і реактивним опорами котушки. Добротність дорівнює
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Практично величина добротності лежить у межах від 20 до 2000

~ визначає відношення між активним і реактивним опорами котушки. Добротність дорівнює


[image: image23.wmf]3

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

R

L

Q

w


Практично величина добротності лежить у межах від 30 до 200

~ визначає відношення між пасивним і реактивним опорами котушки. Добротність дорівнює
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Практично величина добротності лежить у межах від 20 до 2000


Тема 5. Компоненти інтегральних схем

	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Дати визначення терміну «гібридна інтегральна мікросхема»
	~ Гібридними називають ІМС, у яких на єдиній платформі пасивні елементи (резистори, конденсатори, індуктивності) виконані у виді плівок, а активними є дискретні напівпровідникові прилади або кристали мікросхем
~ Гібридними називають ІМС, у яких на об’єднаних платформах розташовано пасивні елементи (резистори, конденсатори, індуктивності) виконані у виді плівок, а активними є дискретні напівпровідникові прилади або кристали мікросхем
~ Гібридними називають ІМС, у яких на окремих платформах розташовано пасивні елементи (резистори, конденсатори, індуктивності) виконані у виді плівок і активні дискретні напівпровідникові прилади або кристали мікросхем
~ Гібридними називають ІМС, у яких на єдиній платформі пошарово розташовано пасивні елементи (резистори, конденсатори, індуктивності) виконані у виді плівок  та активні дискретні напівпровідникові прилади або кристали мікросхем

	2
	При виготовленні тонкоплівкових резисторів застосовують
	~ хром, ніхром, тантал, металокерамічні суміші 
~ кристалічний, полікристалічний, мультікристалічний кремній

~ хром, ніхром
~ твердий, рідкий, паровий, плазмовий моноокис кремнію

	3
	При виготовленні тонкоплівкових конденсаторів використовують
	~ моноокис кремнію і германію, окис танталу, а також органічні плівки поліетилентерефтолату 
~ хром, ніхром, тантал, металокерамічні суміші
~ моноокис кремнію і германію, окис танталу
~ органічні плівки поліетилентерефтолату

	4
	Для одержання провідників і контактних площадок використовують
	~ мідь, алюміній, золото, нікель і їхні сполуки

~ мідь, алюміній, золото, нікель, залізо і їхні сполуки

~ мідь, алюміній, золото, нікель, кобальт і їхні сполуки

~ мідь, алюміній, золото, нікель, срібло і їхні сполуки

	5
	При виготовленні гібридних ІМС активні елементи розміщають на платі з пасивними елементами, що представляє собою
	~ тонкоплівкову або товстоплівкову ІМС

~ тонкоплівкову ІМС

~ товстоплівкову ІМС

~ тонко плівкову, товстоплівкову або мікро плівкову ІМС

	6
	Активні елементи для гібридних ІМС застосовують 

	~ або безкорпусними, поверхня яких захищена за допомогою спеціальних захисних покрить (лаки, емалі, смоли, компаунди і ін.), або в мініатюрних металевих корпусах

~ безкорпусними, поверхня яких захищена за допомогою спеціальних захисних покрить (лаки, емалі, смоли, компаунди і ін.)

~ в мініатюрних металевих корпусах

~ або безкорпусними, поверхня яких захищена за допомогою спеціальних захисних покрить (лаки, емалі, смоли, компаунди і ін.), або в мініатюрних неметалевих корпусах

	7
	Біполярним транзистором називається
	~ напівпровідниковий прилад із двома p-n переходами, у якому струм між р-п переходами обумовлений рухом неосновних носіїв. Дія біполярного транзистора зв'язана з використанням носіїв обох знаків (електронів і дірок) 
~ напівпровідниковий прилад із трьома p-n переходами, у якому струм між р-п переходами обумовлений рухом основних носіїв. Дія біполярного транзистора зв'язана з використанням носіїв обох знаків (електронів і дірок)
~ напівпровідниковий прилад із чртирма p-n переходами, у якому струм між р-п переходами обумовлений рухом неосновних носіїв. Дія біполярного транзистора зв'язана з використанням носіїв обох знаків (електронів і дірок)
~ напівпровідниковий прилад із двома p-n переходами, у якому струм між р-п переходами обумовлений рухом виключно електронів 

	8
	Площинний біполярний транзистор являє собою 
	~ монокристалічну структуру, що складається з трьох областей з типами провідності, що чергуються, (р-п-р або п-р-п)
~ полікристалічну структуру, що складається з двох областей з типами провідності, що чергуються, (р-п-р або п-р-п)
~ монокристалічну структуру, що складається з трьох областей з типами провідності, що чергуються, (п-п-р або п-р-р)
~ монокристалічну структуру, що складається з трьох областей з типами провідності, що чергуються, (р-р-р або п-п-п)

	9
	Навести складові біполярного транзистора 
	~ Середня область транзистора називається базою. Дифузією домішки або сплавкою з двох сторін від бази утворюються області з протилежним типом провідності, ніж база. Область, що має велику площу р-n переходу, і відвід від неї називають колектором. Область, що має меншу площу р-n переходу, і відвід від неї називають емітером. р-n перехід між колектором і базою називають колекторним переходом, а між емітером і базою - емітерним переходом

~ Середня область транзистора називається емітером. Дифузією домішки або сплавкою з двох сторін від емітера утворюються області з протилежним типом провідності, ніж емітер. Область, що має велику площу р-n переходу, і відвід від неї називають колектором. Область, що має меншу площу р-n переходу, і відвід від неї називають базою. р-n перехід між колектором і базою називають колекторним переходом, а між емітером і базою - емітерним переходом

~ Середня область транзистора називається базою. Дифузією домішки або сплавкою з двох сторін від бази утворюються області з протилежним типом провідності, ніж база. Область, що має велику площу р-n переходу, і відвід від неї називають емітером. Область, що має меншу площу р-n переходу, і відвід від неї називають колектором. р-n перехід між колектором і базою називають колекторним переходом, а між емітером і базою - базовим переходом

~ Середня область транзистора називається колектором. Дифузією домішки або сплавкою з двох сторін від колектора утворюються області з протилежним типом провідності, ніж колектор. Область, що має велику площу р-n переходу, і відвід від неї називають колектором. Область, що має меншу площу р-n переходу, і відвід від неї називають емітером. р-n перехід між колектором і базою називають колекторним переходом, а між емітером і базою - емітерним переходом

	10
	По граничній потужності, виділюваної в колекторному переході, розрізняють біполярні транзистори

	~ малої (до 0,3 Вт), середньої (від 0,3 до 1,5 Вт) і великої потужності (більше 1,5 Вт)

~ малої (до 0,03 Вт), середньої (від 0,03 до 1,5 Вт) і великої потужності (більше 1,5 Вт)

~ малої (до 3 Вт), середньої (від 3 до 15 Вт) і великої потужності (більше 15 Вт)

~ малої (до 0,3 Вт), середньої (від 0,3 до 150 Вт) і великої потужності (більше 150 Вт)



	11
	У залежності від граничної робочої частоти транзистори бувають
	~ низькочастотними (до 3 МГц), середньочастотними (від 3 до 30 МГц) і високочастотними (вище 30 МГц)

~ низькочастотними (до 3 кГц), середньочастотними (від 3 кГц до 3 МГц) і високочастотними (вище 3 МГц)

~ низькочастотними (до 3 Гц), середньочастотними (від 3 до 30 кГц) і високочастотними (вище 30 кГц)

~ низькочастотними (до 3 кГц), середньочастотними (від 0,3 до 3,0 МГц) і високочастотними (вище 3,0 МГц)


Тема 6. Електромеханічні компоненти електронної техніки

	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Перелічити основні характеристики реле


	~ 1. Чутливість 
2. Робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб
3. Коефіцієнт провернення Кв
4. Опір обмотки Rоб
5. Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід)
6. Опір контактів Rк(Rвн)
7. Потужність, що комутується це добуток напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам
8.Зносостійкість - максимальне число циклів комутації

~  1. Чутливість 
2. Робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб
3. Коефіцієнт провернення Кв
4. Опір обмотки Rоб
5. Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід)

6. Опір контактів Rк(Rвн)
~  1. Чутливість 
2. Робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб
3. Коефіцієнт провернення Кв
4. Опір обмотки Rоб
5. Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід)

6. Опір контактів Rк(Rвн)
7. Потужність, що комутується це добуток напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам
~  1. Чутливість 
2. Робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб
3. Коефіцієнт провернення Кв
4. Опір обмотки Rоб
5. Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід)



	2
	Що таке чутливість реле
	~ Чутливість це мінімальна величина вхідного параметра X, при якому відбувається скачкоподібна зміна похідного сигналу у вигляді потужності, напруги, струму

~ Чутливість це максимальна величина вхідного параметра X, при якому відбувається плавна зміна похідного сигналу у вигляді потужності, напруги, струму

~ Чутливість це мінімальна величина вхідного параметра X, при якому відбувається плавна зміна похідного сигналу у вигляді потужності, напруги, струму

~ Чутливість це максимальна величина вхідного параметра X, при якому відбувається скачкоподібна зміна вихідного сигналу у вигляді потужності, напруги

	3
	Що таке робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб реле
	~ робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб реле вибираються при застосуванні більшими, чим напруга чи струм спрацьовування
~ робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб реле вибираються при застосуванні меншими, чим напруга чи струм спрацьовування
~ робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб реле вибираються при застосуванні більшими, чим напруга чи струм відпрацьовування у покої

~ робоча напруга (струм) Uроб ,Iроб реле вибираються при застосуванні меншими, чим напруга чи струм спрацьовування у покої

	4
	Що таке коефіцієнт повернення Kв реле  

	~ коефіцієнт повернення Кв реле  це відношення Xотп  к Xср.
Максимальне значення для коефіцієнту повернення дорівнює одиниці

Kв= Xотп / Xср
~ коефіцієнт повернення Кв реле  це відношення Xотп  к Xср.
Мінімальне значення для коефіцієнту повернення дорівнює одиниці

Kв= Xотп / Xср
~ коефіцієнт повернення Кв реле  це відношення Xотп  к Xср.
Максимальне значення для коефіцієнту звернення дорівнює одиниці

Kв= Xотп / Xср
~ коефіцієнт звернення Кв реле  це відношення Xотп  к Xср.
Мінімальне значення для коефіцієнту звернення дорівнює одиниці

Kв= Xотп / Xср

	5
	Що таке опір обмотки Rоб реле  


	~ Опір обмотки Rоб це опір сприймаючої обмотки реле
~ Опір обмотки Rоб це опір спрямовуючої обмотки реле
~ Опір обмотки Rоб це опір випрямляючої обмотки реле
~ Опір обмотки Rоб це опір допоміжної обмотки реле


	6
	Що таке час спрацьовування (відпускання) tср(tвід) реле  


	~ Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід) – це час з моменту появи сигналу на вході , до моменту спрацьовування, відповідно час відпускання це час відрахований з моменту зупинки дії сигналу на вході, до моменту відключення

~ Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід) – це час з моменту зникнення сигналу на вході , до моменту спрацьовування, відповідно час відпускання це час відрахований з моменту зупинки дії сигналу на вході, до моменту відключення

~ Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід) – це час з моменту появи сигналу на вході , після моменту спрацьовування, відповідно час відпускання це час відрахований з моменту зупинки дії сигналу на вході, до моменту відключення

~ Час спрацьовування (відпускання) tср(tвід) – це час з моменту зникнення сигналу на вході , після моменту спрацьовування, відповідно час відпускання це час відрахований з моменту початку дії сигналу на вході, до моменту відключення



	7
	Що таке опір контактів Rк(Rвн)) реле  


	~ Опір контактів Rк(Rвн) це характеристика похідного ланцюга (у замкненому стані)
~ Опір контактів Rк(Rвн) це характеристика вихідного ланцюга (у замкненому стані)
~ Опір контактів Rк(Rвн) це характеристика похідного ланцюга (у розімкненому стані)
~ Опір контактів Rк(Rвн) це характеристика вихідного ланцюга (у замкненому стані)


	8
	Що таке потужність, що комутується у реле


	~ Потужність, що комутується це добуток напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам
~ Потужність, що комутується це похідна напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам
~ Потужність, що комутується це розподілення напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам
~ Потужність, що комутується це співвідношення напруги, що комутується у розімкнутому стані й струму, що комутується, у замкнутому

Pк = Uк роз × Iк зам


	9.
	Що таке зносостійкість реле


	~ Зносостійкість це максимальне число циклів комутації
~ Зносостійкість це мінімальне число циклів комутації
~ Зносостійкість це максимальне число циклів комутації і рекомбінації

~ Зносостійкість це мінімальне число циклів комутації і рекомбінації




Тема 7. Напівпровідникові датчики неелектричних величин та перетворювачі енергії
	№

з/п
	Питання
	Повна відповідь

	1
	Перелічити основні характеристики датчиків


	~ 1.Функція перетворення (характеристика градуювання) являє собою функціональну залежність її вихідної величини від вимірюваної величини

2. Чутливість

3.Поріг чутливості 

4.Межа перетворення 

5.Метрологічні характеристики 
~ 1.Функція створення (характеристика градуювання) являє собою функціональну залежність її вихідної величини від вимірюваної величини

2. Чутливість

3.Поріг чутливості 

4.Межа створення 

5.Метрологічні характеристики 
~ 1.Функція перетворення (характеристика градуювання) являє собою прямо пропорційну залежність її вихідної величини від вимірюваної величини

2. Чутливість

3.Поріг чутливості 

4.Мережа перетворення 

5.Метрологічні характеристики 
~ 1.Функція перетворення (характеристика градуювання) являє собою непрямолінійну залежність її вихідної величини від змінної величини

2. Чутливість

3.Поріг чутливості 

4.Межа створення 

5.Метричні характеристики 


	2
	Що таке характеристика градуювання датчика
	~ це залежність, яка представляється в іменованих величинах: y - в одиницях вихідного сигналу або параметрах датчика, x - в одиницях вимірюваної величини. Наприклад для датчиків температури - Ом/(С або мВ/К
~ це стала величина, яка представляється в іменованих величинах: y - в одиницях вихідного сигналу або параметрах датчика, x - в одиницях вимірюваної величини. Наприклад для датчиків температури - Ом/(С або мВ/К

~ це незалежний показник, який представляється в безіменних величинах: y - в одиницях вихідного сигналу або параметрах датчика, x - в одиницях вимірюваної величини. Наприклад для датчиків температури - Ом/(С або мВ/К
~ це залежність, яка представляється в іменованих величинах: y - в одиницях контрольованого сигналу або параметрах незалежної системи, x - в одиницях датчика. Наприклад для датчиків температури - А/(С або мВ/К

	3
	Дати визначення терміну „чутливість” датчика
	~ Чутливість датчика це відношення збільшення вихідної величини датчика до збільшення його вхідної величини:
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Чутливість датчика характеризує ступінь досконалості процесу перетворення в ньому вимірюваної величини. Для лінійної частини функції перетворення чутливість датчика постійна

~ Чутливість датчика це різниця між збільшенням вихідної величини датчика та збільшення його вхідної величини:
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Чутливість датчика характеризує ступінь досконалості процесу перетворення в ньому вимірюваної величини. Для лінійної частини функції перетворення чутливість датчика постійна

~ Чутливість датчика це відношення збільшення вихідної величини датчика до збільшення його вхідної величини:
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Чутливість датчика характеризує ступінь недосконалості процесу перетворення в ньому вимірюваної величини. Для нелінійної частини функції перетворення чутливість датчика постійна

~ Чутливість датчика це похідна збільшення вихідної величини датчика до збільшення його вхідної величини:
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Чутливість датчика характеризує ступінь досконалості процесу перетворення в ньому вимірюваної величини. Для лінійної частини функції перетворення чутливість датчика постійна

	4
	Дати визначення терміну „поріг чутливості” датчика
	~ це мінімальна зміна значення вхідної величини, яку можна впевнено виявити. Поріг чутливості зв'язаний як із природою самої вимірюваної величини, так і з досконалістю процесу перетворення вимірюваної величини в датчику

~ це максимальна зміна значення вхідної величини, яку можна впевнено виявити. Поріг чутливості зв'язаний як із природою самої вимірюваної величини, так і з досконалістю процесу створення вимірюваної величини в датчику

~ це мінімальна зміна значення вихідної величини, яку можна впевнено виявити. Поріг чутливості зв'язаний тільки з природою самої вимірюваної величини і не залежить від досконалісті процесу перетворення вимірюваної величини в датчику

~ це максимальна зміна значення вихідної величини, яку можна впевнено виявити. Поріг чутливості не зв'язаний як із природою самої вимірюваної величини, так і з досконалістю процесу створення вимірюваної величини в датчику

	5
	Дати визначення терміну „Межа перетворення” датчика
	~ це максимальне значення вимірюваної величини, що може бути обмірювана без необоротних змін у датчику в результаті робочих впливів. Верхня межа вимірювань датчика звичайно менше межі перетворення принаймні на 10%

~ це мінімальне значення вимірюваної величини, що може бути обмірювана без необоротних змін у датчику в результаті робочих впливів. Верхня межа вимірювань датчика звичайно менше межі перетворення принаймні на 5%

~ це мінімальне значення вимірюваної величини, що може бути обмірювана з необоротними змінами у датчику в результаті робочих впливів. Верхня межа вимірювань датчика звичайно більше межі перетворення принаймні на 15%

~ це максимальне значення вимірюваної величини, що може бути обмірювана з необоротними змінами у датчику в результаті робочих впливів. Верхня межа вимірювань датчика звичайно більше межі перетворення принаймні на 10%

	6
	Дати визначення терміну „Метрологічні характеристики” датчика 
	~ сукупна залежність, що визначається конструктивно-технологічними особливостями датчика, стабільністю властивостей застосовуваних у ньому матеріалів, особливостями процесів взаємодії датчика з вимірюваним об'єктом

~ сукупна залежність, що визначається конструктивно-технологічними особливостями датчика, нестабільністю властивостей застосовуваних у ньому матеріалів, особливостями процесів взаємодії датчика з вимірюваним об'єктом

~ сукупна залежність, що визначається конструктивно-технологічними особливостями датчика, нестабільністю властивостей застосовуваних у ньому матеріалів, особливостями процесів чутливості датчика до вимірюваного об'єкту

~ сукупна незалежність, що визначається конструктивно-технологічними особливостями датчика, стабільністю властивостей застосовуваних у ньому матеріалів, особливостями процесів взаємодії датчика до вимірюваного об'єкту

	7
	Основними видами систематичних погрішностей датчика є
	~ - погрішності, обумовлені не лінійністю функції перетворення

- погрішності, обумовлені варіацією функції перетворення внаслідок зміни напрямку дії вхідної величини 

- погрішності, обумовлені невідповідністю динамічних можливостей датчика швидкості впливу вхідної величини

- погрішності, обумовлені відмінністю умов роботи датчика від тих, у яких визначалася його функція перетворення

- погрішності, обумовлені нестабільністю функції перетворення внаслідок процесів старіння матеріалу

~ - погрішності, обумовлені лінійністю функції перетворення

- погрішності, обумовлені інваріацією функції перетворення внаслідок зміни напрямку дії вхідної величини 

- погрішності, обумовлені невідповідністю динамічних можливостей датчика швидкості впливу вхідної величини

- погрішності, обумовлені відмінністю умов роботи датчика від тих, у яких визначалася його функція перетворення

- погрішності, обумовлені нестабільністю функції перетворення внаслідок процесів старіння матеріалу

~ - погрішності, обумовлені лінійністю функції перетворення

- погрішності, обумовлені варіацією функції перетворення внаслідок зміни напрямку дії вхідної величини 

- погрішності, обумовлені невідповідністю динамічних можливостей датчика швидкості впливу вхідної величини

- погрішності, обумовлені подібністю умов роботи датчика від тих, у яких визначалася його функція перетворення

- погрішності, обумовлені нестабільністю функції перетворення внаслідок процесів старіння матеріалу

~ - погрішності, обумовлені не лінійністю функції створення

- погрішності, обумовлені варіацією функції створення внаслідок зміни напрямку дії вхідної величини 

- погрішності, обумовлені відповідністю динамічних можливостей датчика швидкості впливу вхідної величини

- погрішності, обумовлені відмінністю умов роботи датчика від тих, у яких визначалася його функція перетворення

- погрішності, обумовлені стабільністю функції перетворення внаслідок процесів старіння матеріалу
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	Принцип роботи напівпровідникових світлодіодів полягає в наступному
	~ При прямій напрузі в діоді відбувається інжекція носіїв заряду з емітерної області в область бази. Наприклад, якщо концентрація електронів в п-області більше, ніж концентрація дірок у р-області, тобто пп > рр, то відбувається інжекція електронів з п-області в р-область. Інжектовані електрони рекомбінують з основними носіями базової області, при цьому електрони переходять з більш високих енергетичних рівнів зони провідності, близьких до її нижньої границі, на більш низькі рівні, розташовані поблизу верхньої границі валентної зони. Завдяки цьому виділяється фотон, енергія якого майже дорівнює ширині забороненої зони
~ При зворотній напрузі в діоді відбувається інжекція носіїв заряду з емітерної області в область бази. Наприклад, якщо концентрація електронів в р-області більше, ніж концентрація дірок у р-області, тобто пп > рр, то відбувається інжекція електронів з р-області в п-область. Інжектовані електрони рекомбінують з основними носіями базової області, при цьому електрони переходять з більш високих енергетичних рівнів зони провідності, близьких до її нижньої границі, на більш низькі рівні, розташовані поблизу верхньої границі валентної зони. Завдяки цьому виділяється фотон, енергія якого майже дорівнює ширині забороненої зони
~ При прямій напрузі в діоді відбувається інжекція носіїв заряду з емітерної області в область бази. Наприклад, якщо концентрація електронів в р-області більше, ніж концентрація дірок у п-області, тобто рп > пр, то відбувається інжекція електронів з р-області в п-область. Інжектовані електрони інжектують з неосновними носіями базової області, при цьому електрони переходять з більш високих енергетичних рівнів зони провідності, близьких до її нижньої границі, на більш низькі рівні, розташовані поблизу верхньої границі валентної зони. Завдяки цьому поглинається фотон, енергія якого майже дорівнює ширині забороненої зони

~ При прямій напрузі в діоді відбувається інжекція носіїв заряду з емітерної області в область бази. Наприклад, якщо концентрація електронів в п-області більше, ніж концентрація дірок у р-області, тобто пп > рр, то відбувається інжекція електронів з п-області в р-область. Інжектовані електрони рекомбінують з основними носіями базової області, при цьому електрони переходять з більш високих енергетичних рівнів зони провідності, близьких до її верхньої границі, на більш низькі рівні, розташовані поблизу нижньої границі валентної зони. Завдяки цьому поглинається фотон, енергія якого майже дорівнює ширині забороненої зони
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	Надати визначення р-і-п фотодіода
	~ В р-і-п фотодіодах між шарами з різною провідністю вводиться шар із власною провідністю (і область), що при подачі зворотної напруги зсуву збіднюється вільними носіями, і сильне електричне поле в ньому буде прискорювати носії, які будуть утворюватися в результаті поглинання світла. Вони мають більшу чутливість за рахунок зниження втрат від рекомбінації. Бар'єрна ємність - мала, за рахунок чого забезпечуються високі частотні характеристики (гранична частота - до 1ГГц). Для них потрібна не велика напруга зворотного зсуву (5В й менше)

~ В р-і-п фотодіодах між шарами з різною провідністю вводиться шар із власною провідністю (і область), що при подачі прямої напруги зсуву збіднюється вільними носіями, і сильне електричне поле в ньому буде прискорювати носії, які будуть утворюватися в результаті поглинання світла. Вони мають більшу чутливість за рахунок зниження втрат від рекомбінації. Бар'єрна ємність - мала, за рахунок чого забезпечуються високі частотні характеристики (гранична частота - до 1ГГц). Для них потрібна не велика напруга зворотного зсуву (5В й менше)

~ В р-і-п фотодіодах між шарами з різною провідністю вводиться шар із власною провідністю (і область), що при подачі прямої напруги зсуву збагачується вільними носіями, і сильне електричне поле в ньому буде гамувати носії, які будуть утворюватися в результаті поглинання світла. Вони мають меншу чутливість за рахунок зниження втрат від рекомбінації. Бар'єрна ємність - мала, за рахунок чого забезпечуються високі частотні характеристики (гранична частота - до 1ТГц). Для них потрібна не велика напруга зворотного зсуву (50В й менше)

~ В р-і-п фотодіодах між шарами з різною провідністю вводиться шар із власною провідністю (і область), що при подачі зворотної напруги зсуву збіднюється вільними носіями, і сильне електричне поле в ньому буде прискорювати носії, які будуть утворюватися в результаті поглинання світла. Вони мають меншу чутливість за рахунок зниження втрат від інжекції. Бар'єрна ємність - мала, за рахунок чого забезпечуються високі частотні характеристики (гранична частота - до 1ТГц). Для них потрібна не велика напруга зворотного зсуву (50В й менше)
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